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Title: OPTOELECTRONIC COMPONENT
Bezeichnung : OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT

G2

O Hauptabstrahlrichtung (210)

(57) Abstract: An optoelectronic component
(10) comprises an optoelectronic semiconductor
chip (400) which has a radiation emission surface
(410); and a retlector (100) for focusing light
emitted by the optoelectronic semiconductor chip
(400). The reflector (100) comprises a first
partial reflector (200) having a first main
radiation direction (210) and a second partial
reflector (300) having a second main radiation
direction (310). The first main radiation direction
(210) and the second main radiation direction
(310) each extend from a first longitudinal end
(101) of the reflector to a second longitudinal
end (102) of the reflector. The first main
radiation direction (210) and the second main
radiation direction (310) are at an angle (110)
relative to each other.

(57) Zusammenfassung: Fin optoelektronisches
Bauelement (10) umfasst einen
optoelektronischen Halbleiterchip (400), der eine
Strahlungsemissionsflache (410) aufweist, und
einen Reflektor (100) zur Biindelung von durch
den optoelektronischen Halbleiterchip (400)
emittiertem Licht. Der Reflektor (100) umfasst
einen ersten Teilreflektor (200) mit einer ersten

Hauptabstrahlrichtung (210) und einen zweiten Teilreflektor (300) mit einer zweiten Hauptabstrahlrichtung (310). Die erste

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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und die zweite Hauptabstrahlrichtung (310) erstrecken sich jeweils von einem ersten Langsende (101) des Reflektors zu einem
zweiten Langsende (102) des Reflektors. Dabei sind die erste Hauptabstrahlrichtung (210) und die zweite Hauptabstrahlrichtung
(310) unter einem Winkel (110) zueinander angeordnet.
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Beschreibung

Optoelektronisches Bauelement

Die vorliegende Erfindung betrifft ein optoelektronisches

Bauelement gemdl Patentanspruch 1.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2015 100 328.7, deren Offenbarungsge-

halt hiermit durch Bezugnahme aufgenommen wird.

Optoelektronische Bauelemente, beispielsweise Leuchtdioden-
Bauelemente, sind aus dem Stand der Technik bekannt. Es ist
bekannt, optoelektronische BRauelemente mit optischen Elemen-
ten auszustatten, die dazu vorgesehen sind, die raumliche
Verteilung des von dem optoelektronischen Bauelement abge-
strahlten Lichts zu formen. Beispielsweise ist es bekannt,
optoelektronische Bauelemente mit Sammellinsen auszustatten,
die das von dem optoelektronischen Bauelement abgestrahlte

Licht in einen Raumbereich fokussieren.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein
optoelektronisches Bauelement bereitzustellen. Diese Aufgabe
wird durch ein optoelektronisches Bauelement mit den Merkma-
len des Anspruchs 1 geldst. In den abhangigen Anspriichen sind

verschiedene Weiterbildungen angegeben.

Ein optoelektronisches Rauelement umfasst einen optoelektro-
nischen Halbleiterchip, der eine Strahlungsemissionsflédche
aufweist. Das optoelektronische Bauelement umfasst auBerdem
einen Reflektor zur Bindelung von durch den optoelektroni-
schen Halbleiterchip emittiertem Licht. Der Reflektor umfasst
einen ersten Teilreflektor mit einer ersten Hauptabstrahl-
richtung und einen zweiten Teilreflektor mit einer zweiten
Hauptabstrahlrichtung. Die erste Hauptabstrahlrichtung und
die zweite Hauptabstrahlrichtung erstrecken sich jeweils von

einem ersten Langsende des Reflektors zu einem zweiten Langs-
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ende des Reflektors. Dabei sind die erste Hauptabstrahlrich-
tung und die zweite Hauptabstrahlrichtung unter einem Winkel

zueinander angeordnet.

Vorteilhafterweise ermdglicht dieses optoelektronische Bau-
element eine gleichzeitige Beleuchtung zweier voneinander be-
abstandeter Raum- oder Flachenbereiche. Dabei wird einer der
Raum- oder Flachenbereiche durch durch den ersten Teilreflek-
tor des optoelektronischen Bauelements in die erste Hauptab-
strahlrichtung gelenktes Licht beleuchtet, wahrend der andere
Raum- oder Flachenbereich durch durch den zweiten Teilreflek-
tor in die zweite Hauptabstrahlrichtung gelenktes Licht be-

leuchtet wird.

Dabei stammt sowohl das in die erste Hauptabstrahlrichtung
als auch das in die zweite Hauptabstrahlrichtung gelenkte
Licht von dem optoelektronischen Halbleiterchip des opto-
elektronischen Bauelements. Hierdurch ist sichergestellt,
dass der erste Raum- oder Flachenbereich und der zweite Raum-
oder Flachenbereich mit einem festen und im Wesentlichen un-
veranderlichen Intensitdtsverhdltnis beleuchtet werden, bei-
spielsweise mit etwa gleicher Intensitat. Das Verhaltnis der
Intensitat, mit der der erste Raum- oder Flachenbereich be-
leuchtet wird, zur Intensitat, mit der der zweite Raum- oder
Flachenbereich beleuchtet wird, &dndert sich dabei vorteilhaf-
terweise auch bei Anderung der Intensitidt des durch den opto-
elektronischen Halbleiterchip des optoelektronischen Bauele-

ments emittierten Lichts nicht.

Ein zwischen dem ersten Raum- oder Flachenbereich und dem
zwelten Raum- oder Flachenbereich befindlicher Raum- oder
Flachenbereich kann durch das optoelektronische Bauelement
mit geringerer Intensitat beleuchtet werden als der erste
Raum- oder Flachenbereich und der zweite Raum- oder Flachen-
bereich. Dadurch weist das optoelektronische Bauelement vor-
teilhafterweise eine hohe Effizienz auf, wenn lediglich eine
Beleuchtung des ersten Raum- oder Flachenbereichs und des

zwelten Raum- oder Flachenbereichs erforderlich ist.
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Der den ersten Teilreflektor und den zweiten Teilreflektor
umfassende Reflektor dieses optoelektronischen Bauelements
bewirkt gleichzeitig eine Aufteilung des durch den optoelekt-
ronischen Halbleiterchip des optoelektronischen Bauelements
emittierten Lichts in zwei Lichtbiindel, als auch eine Strahl-
formung der beiden Lichtbiindel. Durch diese Doppelfunktion
des Reflektors des optoelektronischen Bauelements wird es er-
moglicht, das optoelektronische Bauelement mit einer nur ge-
ringen Zahl einzelner Komponenten auszubilden, wodurch das
optoelektronische Bauelement eine geringe Komplexitdt und ei-
nen geringen Platzbedarf aufweisen und auf einfache und kos-

tenglinstige Weise herstellbar sein kann.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weitet sich der Reflektor vom ersten Langsende zum zweiten
Langsende auf. Vorteilhafterweise kann der Reflektor dadurch
eine BlUndelung von durch den optoelektronischen Halbleiter-

chip emittiertem Licht bewirken.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weiten sich der erste Teilreflektor und der zweite Teilre-
flektor jeweils vom ersten Langsende des Reflektors zum zwei-
ten Langsende des Reflektors auf. Vorteilhafterweise kodnnen
die beiden Teilreflektoren dadurch jeweils eine Blindelung ei-
nes aus dem durch den optoelektronischen Halbleiterchip emit-

tiertem Licht erzeugten Teilstrahls bewirken.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
sind ein von dem ersten Teilreflektor eingeschlossenes erstes
Teilvolumen und ein von dem zweiten Teilreflektor einge-
schlossenes zweites Teilvolumen zwischen dem ersten Langsende
des Reflektors und dem zweiten Langsende des Reflektors
durchgangig verbunden. Vorteilhafterweise ist der Reflektor
des optoelektronischen Bauelements dadurch besonders einfach
herstellbar.
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In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist die Strahlungsemissionsfliche des optoelektronischen

Halbleiterchips zum zweiten Langsende des Reflektors orien-
tiert. Dies ermdglicht es beispielsweise, das optoelektroni-

sche Bauelement als Toplooker-Rauelement auszubilden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist die Strahlungsemissionsflache des optoelektronischen
Halbleiterchips zu einer reflektierenden Wandung des Reflek-
tors orientiert. Dies ermdglicht es, das optoelektronische

Bauelement als Sidelooker-Bauelement auszubilden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
sind die erste Hauptabstrahlrichtung und die zweite Hauptab-
strahlrichtung parallel zur Strahlungsemissionsflache des
optoelektronischen Halbleiterchips orientiert. Das optoelekt-
ronische BRauelement kann dabei beispielsweise als Sidelooker-

Bauelement ausgebildet sein.

Reflektierende Wandungen des ersten Teilreflektors und des
zweliten Teilreflektors sind jeweils durch Teile von Rotati-
onsparaboloiden gebildet. Dadurch ermdglichen der erste Re-
flektor und der zweite Teilreflektor des Reflektors des opto-
elektronischen Bauelements vorteilhafterweise jeweils eine
Erzeugung von Lichtbiindeln, deren Teilstrahlen im Wesentli-

chen parallel orientiert sind.

Ein Punkt der Strahlungsemissionsflache des optoelektroni-
schen Halbleiterchips ist um weniger als die Kantenlange der
Strahlungsemissionsflache von einem Brennpunkt des ersten
Teilreflektors und von einem Brennpunkt des zweiten Teilre-
flektors beabstandet. Vorteilhafterweise kénnen der erste
Teilreflektor und der zweite Teilreflektor des Reflektors des
optoelektronischen Bauelements dadurch besonders effektive

Strahlformungen bewirken.
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In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist der Reflektor als Hohlspiegel ausgebildet. Vorteilhafter-
weise ermdglicht dies eine einfache Herstellung des Reflek-
tors. AuBerdem kann der als Hohlspiegel ausgebildete Reflek-
tor eine hohe Reflektivitat aufweisen, woraus sich eine hohe

Effizienz des optoelektronischen Rauelements ergibt.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements

ist der Reflektor als Kavitdt in einem Gehduse des optoelekt-
ronischen Bauelements ausgebildet. Vorteilhafterweise ermdg-
licht dies eine besonders kompakte und kostengiinstige Ausfiih-

rung des optoelektronischen Bauelements.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist das Gehause als spritzgegossener Schaltungstriager ausge-
bildet. Dies ermdglicht vorteilhafterweise eine einfache und
kostenglinstige Herstellung des optoelektronischen Bauelements
und erlaubt es, das Gehduse des optoelektronischen BRauele-

ments mit komplexer Geometrie auszubilden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist der Reflektor als Totalreflexionslinse ausgebildet. Vor-
teilhafterweise weist der Reflektor dadurch eine besonders
hohe Reflektivitat auf, wodurch das optoelektronische BRauele-

ment eine hohe Effizienz aufweisen kann.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist eine Montageflache des optoelektronischen Bauelements
nicht parallel zur Strahlungsemissionsfldche des optoelektro-
nischen Halbleiterchips orientiert. Dadurch kénnen die erste
Hauptabstrahlrichtung des ersten Teilreflektors und die
zweite Hauptabstrahlrichtung des zweiten Teilreflektors in
einer Ebene angeordnet sein, die weder senkrecht noch paral-
lel zur Montageflache des optoelektronischen Bauelements ori-
entiert ist. Das optoelektronische BRauelement ist dann dazu
ausgebildet, Licht in eine beziiglich der Montageflache

schrage Richtung abzustrahlen.
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Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-
tert werden. Dabei zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer ersten Ausfih-

rungsform eines Reflektors;

Figur 2 eine perspektivische Ansicht eines ersten opto-

elektronischen Bauelements;

Figur 3 ein Bestrahlungsintensitatsdiagramm;

Figur 4 eine perspektivische Ansicht eines zweiten opto-

elektronischen Bauelements;

Figur 5 eine perspektivische Ansicht einer zweiten Ausfih-

rungsform eines Reflektors;

Figur 6 eine Aufsicht auf ein drittes optoelektronisches

Bauelement;

Figur 7 eine perspektivische Ansicht einer dritten Ausfih-

rungsform eines Reflektors; und

Figur 8 eine perspektivische Ansicht eines vierten opto-

elektronischen Bauelements.

Figur 1 zeigt eine schematische perspektivische Darstellung
eines Reflektors 100. Figur 2 zeigt eine schematische per-
spektivische Darstellung eines ersten optoelektronischen Rau-
elements 10, das den Reflektor 100 aufweist. Das erste opto-
elektronische Rauelement 10 ist dazu ausgebildet, elektromag-

netische Strahlung, beispielsweise sichtbares Licht oder
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Licht mit einer Wellenlange aus dem infraroten Spektralbe-
reich, zu emittieren. Das erste optoelektronische Bauele-
ment 10 kann beispielsweise ein Leuchtdioden-Bauelement (LED-
Bauelement) sein. Das erste optoelektronische Bauelement 10
ist dazu ausgebildet, zweili voneinander beabstandete Raum- o-

der Flachenbereiche zu beleuchten.

Das erste optoelektronische Bauelement 10 weist ein Ge-

hause 500 auf. Das Gehduse 500 kann beispielsweise ein Kunst-
stoffmaterial aufweisen, beispielsweise ein Epoxidharz. Das
Gehduse 500 kann beispielsweise durch ein Formverfahren
(Moldverfahren) hergestellt sein, insbesondere beispielsweise
durch Spritzpressen (Transfer Molding) oder durch Spritzgie-

Ben (Injection Molding).

Das Gehéduse 500 des ersten optoelektronischen Bauelements 10
weist eine Oberseite 501 und eine der Oberseite 501 gegen-
iberliegende Unterseite 502 auf. Die Unterseite 502 des Ge-
hauses 500 bildet eine Montageflache 530 des ersten opto-
elektronischen Bauelements 10. Zur Montage des ersten opto-
elektronischen BRauelements 10 kann die Montageflache 530 bei-
spielsweise auf einer Leiterplatte oder einem anderen Schal-
tungstrager angeordnet werden. An der Montagefldche 530 des
Gehduses 500 des ersten optoelektronischen Bauelements 10
kénnen elektrische Kontaktflachen des ersten optoelektroni-
schen Bauelements 10 angeordnet sein. Das erste optoelektro-
nische Bauelement 10 kann beispielsweise als SMT-Bauelement
flir eine Oberflachenmontage vorgesehen sein, beispielsweise
flir eine Oberflachenmontage durch Wiederaufschmelzldten (Re-
flow-Ldoten).

An seiner Oberseite 501 weist das Gehause 500 des ersten
optoelektronischen Bauelements 10 eine Kavitat 510 auf. Die
Kavitadat 510 bildet eine Vertiefung, die sich an der Ober-
seite 501 des Gehauses 500 in das Gehduse 500 hinein er-
streckt. Eine reflektierende Wandung 130 der Kavitat 510 bil-
det den Reflektor 100. Der Reflektor 100 ist damit als Hohl-
spiegel 520 ausgebildet. Die reflektierende Wandung 130 der
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Kavitadat 510 kann eine optisch gut reflektierende Beschichtung
aufweisen, beigpielsweise eine metallische Beschichtung. Al-
ternativ kann auch das Material des Geh&auses 500 selbst eine

ausreichende Reflektivitat aufweisen.

Der Reflektor 100 weist ein erstes Langsende 101 und ein
zweites Langsende 102 auf. Das erste Langsende 101 wird durch
den Bodenbereich der Kavitadat 510 des Gehduses 500 gebildet.
Das zweite Langsende 102 des Reflektors 100 wird durch die
Offnung der Kavitdt 510 an der Oberseite 501 des Gehduses 500
gebildet. Der Reflektor 100 weitet sich von seinem ersten

Langsende 101 zu seinem zweiten Langsende 102 auf.

Der Reflektor 100 umfasst einen ersten Teilreflektor 200 und
einen zweiten Teilreflektor 300. Der erste Teilreflektor 200
welist eine erste Hauptabstrahlrichtung 210 auf. Der zweite
Teilreflektor 300 weist eine zweite Hauptabstrahlrichtung 310
auf. Die erste Hauptabstrahlrichtung 210 und die zweite
Hauptabstrahlrichtung 310 erstrecken sich jeweils vom ersten
Langsende 101 des Reflektors 100 zum zweiten Langsende 102
des Reflektors 100. Dabei sind die erste Hauptabstrahlrich-
tung 210 und die zweite Hauptabstrahlrichtung 310 allerdings
nicht parallel zueinander orientiert, sondern schlieBen einen

Winkel 110 ein, der grdBer als 0° ist.

Der erste Teilreflektor 200 weitet sich vom ersten Langsende
101 des Reflektors 100 zum zweiten Langsende 102 des Reflek-
tors 100 auf. Auch der zweite Teilreflektor 300 weitet sich
vom ersten Langsende 101 des Reflektors 100 in Richtung zum

zweiten Langsende 102 des Reflektors 100 auf.

Der erste Teilreflektor 200 weist eine reflektierende Wan-
dung 230 auf, die durch einen ersten Teil der reflektierenden
Wandung 130 des Reflektors 100 gebildet wird. Der zweite
Teilreflektor 300 weist eine reflektierende Wandung 330 auf,
die durch einen zweiten Teil der reflektierenden Wandung 130
des Reflektors 100 gebildet wird.



10

15

20

25

30

35

WO 2016/113243 PCT/EP2016/050440

Der Reflektor 100 weist ein eingeschlossenes Volumen 120 auf,
das durch die reflektierende Wandung 130 des Reflektors 100
umgrenzt ist und sich vom ersten Langsende 101 des Reflek-
tors 100 bis zum zweiten Langsende 102 des Reflektors 100 er-
streckt. Das eingeschlossene Volumen 120 des Reflektors 100
umfasst ein erstes Teilvolumen 220, das durch den ersten
Teilreflektor 200 eingeschlossen ist, und ein zweites Teilvo-
lumen 320, das durch den zweiten Teilreflektor 300 einge-
schlossen ist. Dabei hdngen das erste Teilvolumen 220 und das
zweite Teilvolumen 320 des eingeschlossenen Volumens 120 zwi-
schen dem ersten Langsende 101 und dem zweiten Langsende 102

des Reflektors 100 durchgehend zusammen.

Die reflektierende Wandung 230 des ersten Teilreflektors 200
bildet einen Teil eines ersten Rotationsparaboloids. Die Sym-
metrieachse des ersten Rotationsparaboloids bildet die erste
Hauptabstrahlrichtung 210 des ersten Teilreflektors 200. Die
reflektierende Wandung 330 des zweiten Teilreflektors 300
bildet einen Teil eines zweiten Rotationsparaboloids. Die
Symmetrieachse des zweiten Rotationsparaboloids bildet die
zweite Hauptabstrahlrichtung 310 des zweiten Teilreflektors
300. Die zwei Rotationsparaboloide sind so angeordnet, dass
sie einander teilweise iiberlappen und ihre Symmetrieachsen
den Winkel 110 einschlielen. Das durch den Reflektor 100 ein-
geschlossene Volumen 120 bildet die Vereinigungsmenge der
durch die zwei Rotationsparaboloide eingeschlossenen Volu-
mina. Die reflektierende Wandung 130 des Reflektors 100 wird

durch die Mantelfldche dieser Vereinigungsmenge gebildet.

Es ist allerdings ebenfalls méglich, die reflektierende Wan-
dung 230 des ersten Teilreflektors 200 und/oder die reflek-
tierende Wandung 330 des zweiten Teilreflektors 300 mit ande-
rer Form als der von Teilen von Rotationsparaboloiden auszu-
bilden. Beispielsweise konnen die reflektierenden Wandungen
230, 330 der Teilreflektoren 200, 300 des Reflektors 100
spharisch, kegelfdrmig oder als beliebige Freiformflidchen

ausgebildet sein.
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Das erste optoelektronische Bauelement 10 weist einen opto-
elektronischen Halbleiterchip 400 auf. Der optoelektronische
Halbleiterchip 400 ist dazu ausgebildet, elektromagnetische
Strahlung, beispielsweise sichtbares Licht oder Licht mit ei-
ner Wellenldnge aus dem infraroten Spektralbereich, zu emit-
tieren. Der optoelektronische Halbleiterchip 400 kann bei-
spielsweise ein Leuchtdioden-Chip (LED-Chip) sein. Der opto-
elektronische Halbleiterchip 400 weist eine Strahlungsemissi-
onsflache 410 auf. Im Betrieb des optoelektronischen Halb-
leiterchips 400 wird elektromagnetische Strahlung an der
Strahlungsemissionsfldche 410 des optoelektronischen Halb-

leiterchips 400 emittiert.

Der optoelektronische Halbleiterchip 400 ist in der Kavi-

tat 510 des Gehduses 500 des ersten optoelektronischen Bau-
elements 10 angeordnet. Dabei ist die Strahlungsemissionsfla-
che 410 des optoelektronischen Halbleiterchips 400 zum zwei-

ten Langsende 102 des Reflektors 100 orientiert.

Der Reflektor 100 des ersten optoelektronischen Bauele-

ments 10 ist dazu vorgesehen, das durch den optoelektroni-
schen Halbleiterchip 400 emittierte Licht zu biindeln und in
zwel Teilblindel aufzuteilen. Hierzu ist der optoelektronische
Halbleiterchip 400 derart in der Kavitat 510 des Gehauses 500
angeordnet, dass ein Brennpunkt 240 des ersten Teilreflek-
tors 200 und ein Brennpunkt 340 des zweiten Teilreflek-

tors 300 des ersten optoelektronischen Bauelements 10 mdg-
lichst nahe an der Strahlungsemissionsflache 410 des opto-
elektronischen Halbleiterchips 400 liegen. Beispielsweise
kann der optoelektronische Halbleiterchip 400 derart in der
Kavitadat 510 des Gehduses 500 angeordnet sein, dass ein

Punkt 411 der Strahlungsemissionsflache 410 des optoelektro-
nischen Halbleiterchips 400 um weniger als die Kantenlange
der Strahlungsemissionsfldche 410 von dem Brennpunkt 240 des
ersten Teilreflektors 200 und von dem Brennpunkt 340 des
zweiten Teilreflektors 300 beabstandet ist. Dadurch wird wvon

dem optoelektronischen Halbleiterchip 400 emittiertes Licht
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durch den ersten Teilreflektor 200 und den zweiten Teilre-
flektor 300 des Reflektors 100 des ersten optoelektronischen
Bauelements 10 in zwei Lichtbindel aufgeteilt, die in die
erste Hauptabstrahlrichtung 210 und in die zweite Hauptab-
strahlrichtung 310 abgestrahlt werden.

Das Vorhandensein nur eines optoelektronischen Halbleiter-
chips 400 bei dem ersten optoelektronischen Bauelement 10 und
die Aufteilung des durch den nur einen optoelektronischen
Halbleiterchip 400 emittierten Lichts in zwei Teilbiindel
durch den Reflektor 100 bietet den Vorteil, dass die beiden
Teilbiindel eine hohe Homogenitat aufweisen kdnnen. Zwischen
den beiden Teilbiindeln kann sich ein dunklerer Bereich aus-

bilden, wodurch sich ein hoher Kontrast ergeben kann.

Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung eines Bestrah-
lungsintensitdtsdiagramms 700, das eine Bestrahlungsintensi-
tdt in einer durch das erste optoelektronische Bauelement 10
beleuchteten Ebene angibt, die parallel zur Montagefldche 530
des Gehduses 500 des ersten optoelektronischen Bauelements 10
orientiert ist und in Richtung der ersten Hauptabstrahlrich-
tung 210 und der zweiten Hauptabstrahlrichtung 310 iber der
Oberseite 501 des Gehauses 500 des ersten optoelektronischen
Bauelements 10 angeordnet ist. Eine erste Raumrichtung 701
der durch das erste optoelektronische Bauelement 10 beleuch-
teten Ebene ist parallel zu einer Ebene orientiert, in der
die erste Hauptabstrahlrichtung 210 und die zweite Hauptab-
strahlrichtung 310 angeordnet sind. Eine zweite Raumrich-
tung 702 der durch das erste optoelektronische Bauelement 10
beleuchteten Ebene ist senkrecht zur ersten Raumrichtung 701

orientiert.

Das Bestrahlungsintensitdtsdiagramm 700 zeigt ein erstes In-
tensitdtsmaximum 710 und ein von dem ersten Intensitatsmaxi-
mum 710 beabstandetes zweites Intensitdtsmaximum 720, das in
die erste Raumrichtung 701 gegen das erste Intensitatsmaxi-

mum 710 verschoben ist. Das erste Intensitatsmaximum 710 wird
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durch das durch den ersten Teilreflektor 200 des ersten opto-
elektronischen Bauelements 10 erzeugte Lichtbiindel bewirkt.
Das zweite Intensitdtsmaximum 720 wird durch das Lichtbiindel
erzeugt, das durch den zweiten Teilreflektor 300 des ersten

optoelektronischen Bauelements 10 abgestrahlt wird.

Bei dem ersten optoelektronischen Bauelement 10 ist die Mon-
tagefldche 530 an der Unterseite 502 des Gehauses 500 paral-
lel zur Strahlungsemissionsflache 410 des optoelektronischen
Halbleiterchips 400 orientiert. Eine Ebene, in der die erste
Hauptabstrahlrichtung 210 des ersten Teilreflektors 200 und
die zweite Hauptabstrahlrichtung 310 des zweiten Teilreflek-
tors 300 angeordnet sind, ist senkrecht zur Montagefldche 530
orientiert. Dadurch sind das erste Intensitatsmaximum 710 und
das zweite Intensitdtsmaximum 720 in dem Bestrahlungsintensi-
tadtsdiagramm 700 mittig um einen Punkt angeordnet, der in zur
Montageflache 530 senkrechte Richtung auf einen Mittelpunkt
der Offnung der Kavitdt 510 an der Oberseite 501 des Gehiu-
ses 500 projiziert werden kann. Das erste optoelektronische

Bauelement 10 bildet damit ein Toplooker-Bauelement.

Es ist méglich, die Montagefldche 530 an der Unterseite 502
des Gehduses 500 des ersten optoelektronischen Bauelements 10
anders als parallel zur Strahlungsemissionsflache 410 des
optoelektronischen Halbleiterchips 400 und/oder anders als
senkrecht zu der die erste Hauptabstrahlrichtung 210 und die
zwelte Hauptabstrahlrichtung 310 umfassenden Ebene anzuord-
nen. Dadurch kann erreicht werden, dass das erste Intensi-
tédtsmaximum 710 und das zweite Intensitdtsmaximum 720 in dem
Bestrahlungsintensitatsdiagramm 700 in die erste Raumrich-
tung 701 und/oder in die zweite Raumrichtung 702 gegen den

Mittelpunkt verschoben werden.

Figur 4 zeigt eine schematische perspektivische Darstellung
eines zweiten optoelektronischen Bauelements 20. Das zweite
optoelektronische Bauelement 20 weist groBRe Ubereinstimmungen
mit den ersten optoelektronischen Bauelement 10 auf. Einander

entsprechende Komponenten sind in der Darstellung des ersten
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optoelektronischen Bauelements 10 in Figur 2 und in der Dar-
stellung des zweiten optoelektronischen Bauelements 20 in Fi-
gur 4 mit denselben Bezugszeichen versehen. Nachfolgend wer-
den nur die Unterschiede zwischen dem zweiten optoelektroni-
schen Bauelement 20 und dem ersten optoelektronischen Bauele-

ment 10 beschrieben.

Das Gehéduse 500 des zweiten optoelektronischen Bauelements 20
ist als spritzgegossener Schaltungstrager (Molded Inter-
connect Device; MID) ausgebildet. Das Gehduse 500 weist ein
Kunststoffmaterial und an Oberflachen des Gehduses 500 ange-
ordnete Metallisierungen auf. Eine erste Metallisierung er-
streckt sich lUber die reflektierende Wandung 130 und den Bo-
denbereich der Kavitat 510 und bildet einen ersten Kontaktbe-
reich 540. Eine erste elektrische Kontaktflache des am Boden-
bereich der Kavitdt 510 angeordneten optoelektronischen Halb-
leiterchips 400 ist elektrisch leitend mit der den ersten
Kontaktbereich 540 bildenden Metallisierung verbunden. Eine
von dem ersten Kontaktbereich 540 beabstandete und elektrisch
gegen den ersten Kontaktbereich 540 isolierte weitere Metal-
lisierung an der Oberfladche des Gehaduses 500 bildet einen
zweliten Kontaktbereich 550. Eine zweite elektrische Kontakt-
flédche des optoelektronischen Halbleiterchips 400 ist mittels
eines Bonddrahts 560 elektrisch leitend mit dem zweiten Kon-
taktbereich 550 verbunden.

Die den ersten Kontaktbereich 540 bildende Metallisierung
kann im Bereich der reflektierenden Wandung 130 der Kavi-
tat 510 auch dazu dienen, die Reflektivitadt der reflektieren-

den Wandung 130 zu erhdhen.

An der Montagefldche 530 des Gehauses 500 kodnnen die den ers-
ten Kontaktbereich 540 und den zweiten Kontaktbereich 550
bildenden Metallisierungen elektrische Lotkontaktflachen des

zwelten optoelektronischen Bauelements 20 bilden.

Im in Figur 4 schematisch dargestellten Beispiel weist das

Gehduse 500 des zweiten optoelektronischen Bauelements 20
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eine im Wesentlichen quaderfdrmige Grundform auf. Es ist aber
ebenfalls moéglich, das Gehduse 500 mit anderer Geometrie aus-
zubilden. Beispielsweise kann das Gehduse 500 mit zwei an ei-
nander gegenilberliegenden Seiten des Gehduses 500 auskragen-
den Stegen ausgebildet werden, die elektrische Lotkontaktfla-
chen des zweiten optoelektronischen Rauelements 20 tragen.
Die auskragenden Stege konnen dazu dienen, das zweite opto-
elektronische Bauelement 20 in teilweise versenkter Anordnung

in einer Offnung einer Leiterplatte zu befestigen.

Es ist auch méglich, die Montagefldche 530 an einer anderen
als der Unterseite 502 des Gehauses 500 auszubilden. Bei-
spielsweise konnte die Montageflidche 530 an einer zu der Un-
terseite 502 senkrechten Seitenfldche des Gehduses 500 ausge-
bildet sein. In diesem Fall bildet das zweite optoelektroni-

sche Bauelement 20 ein Sidelooker-Bauelement.

Figur 5 zeigt eine schematische perspektivische Darstellung
eines Reflektors 1100 gemdB einer zweiten Ausfihrungsform.
Figur 6 zeigt eine schematische Ansicht eines dritten opto-
elektronischen Bauelements 30, das den Reflektor 1100 um-
fasst. Der Reflektor 1100 weist groBe Ubereinstimmungen mit
dem Reflektor 100 der Figur 1 auf. Das dritte optoelektroni-
sche Bauelement 30 weist groBe Ubereinstimmungen mit den ers-
ten optoelektronischen Bauelement 10 der Figur 2 auf. Ent-
sprechende Komponenten sind in Figuren 5 und 6 mit denselben
Bezugszeichen versehen wie in den vorhergehenden Figuren.
Nachfolgend werden lediglich die abweichenden Eigenschaften
des Reflektors 1100 und des dritten optoelektronischen Bau-

elements 30 beschrieben.

Bei dem Reflektor 1100 ist die Kavitat 510 nicht zur Ober-
seite 501, sondern zu einer Vorderseite 503 gedffnet, die
sich zwischen der Oberseite 501 und der Unterseite 502 des
Gehduses 500 erstreckt. Die Kavitat 510 erstreckt sich von
der Vorderseite 503 des Gehauses 500 in das Gehause 500 hin-

ein. Die Erstreckungsrichtung der Kavitat 510 innerhalb des
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Gehauses 500 ist bei dem Reflektor 1100 gegeniiber dem Reflek-
tor 100 um 90° gedreht. Die reflektierende Wandung 130 der
Kavitat 510 bildet den Reflektor 1100. Das zweite Langs-

ende 102 des Reflektors 1100 ist an der Offnung der Kavi-

tat 510 an der Vorderseite 503 des Gehduses 500 gebildet.

Der Reflektor 1100 umfasst einen ersten Teilreflektor 1200
und einen zweiten Teilreflektor 1300. Die erste Hauptab-
strahlrichtung 210 des ersten Teilreflektors 1200 und die
zweite Hauptabstrahlrichtung 310 des zweiten Teilreflek-

tors 1300 erstrecken sich jeweils vom ersten Langsende 101
des Reflektors 1100 zum zweiten Langsende 102 des Reflek-
tors 1100. Die erste Hauptabstrahlrichtung 210 und die zweite
Hauptabstrahlrichtung 220 schlieBen wiederum den Winkel 110

ein.

Die Kavitdt 510 des Gehauses 500 des dritten optoelektroni-
schen Bauelements 30 ist zusatzlich zur Unterseite 502 des
Gehauses 500 gedffnet. Das von dem Reflektor 1100 einge-
schlossene Volumen 120 weist dadurch eine Form auf, die
dadurch gebildet werden kann, dass das von dem Reflektor 100
des ersten optoelektronischen Bauelements 10 eingeschlossene
Volumen 120 an einer Ebene geschnitten wird, die zu einer
Ebene parallel ist, die die erste Hauptabstrahlrichtung 210
und die zweite Hauptabstrahlrichtung 310 des Reflektors 100
des ersten optoelektronischen Bauelements 10 umfasst. Diese
Schnittebene bildet bei dem Gehause 500 des dritten opto-

elektronischen Bauelements 30 die Unterseite 502.

Der optoelektronische Halbleiterchip 400 des dritten opto-
elektronischen Bauelements 30 ist so angeordnet, dass die
Strahlungsemissionsflache 410 des optoelektronischen Halb-
leiterchips 400 zu der reflektierenden Wandung 130 des Re-
flektors 1100 orientiert ist. Dadurch sind die erste Hauptab-
strahlrichtung 210 des ersten Teilreflektors 1200 und die
zweite Hauptabstrahlrichtung 220 des zweiten Teilreflek-

tors 1300 des Reflektors 1100 des dritten optoelektronischen
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Bauelements 30 parallel zur Strahlungsemissionsfldche 410 des

optoelektronischen Halbleiterchips 400 orientiert.

Wiederum ist der optoelektronische Halbleiterchip 400 so an-
geordnet, dass der Brennpunkt 240 des ersten Teilreflek-

tors 1200 und der Brennpunkt 340 des zweiten Teilreflek-

tors 1300 moéglichst nahe an der Strahlungsemissionsflache 410
des optoelektronischen Halbleiterchips 400 liegen. Wiederum
kann der optoelektronische Halbleiterchip 400 beispielsweise
so angeordnet sein, dass ein Punkt 411 der Strahlungsemissi-
onsfliache 410 des optoelektronischen Halbleiterchips 400 um
weniger als die Kantenldnge der Strahlungsemissionsfldche 410
von dem Brennpunkt 240 des ersten Teilreflektors 1200 und von
dem Brennpunkt 340 des zweiten Teilreflektors 1300 beab-

standet ist.

Der Reflektor 1100 des dritten optoelektronischen Bauele-
ments 30 dient dazu, von dem optoelektronischen Halbleiter-
chip 400 emittierte elektromagnetische Strahlung zu bliindeln
und in zwei Teilbiindel aufzuspalten. Dies erfolgt zumindest
teilweise durch Reflexion der durch den optoelektronischen
Halbleiterchip 400 emittierten elektromagnetischen Strahlung
an der reflektierenden Wandung 230 des ersten Teilreflek-
tors 1200 und an der reflektierenden Wandung 330 des zweiten
Teilreflektors 1300. Die durch den Reflektor 1100 des dritten
optoelektronischen Bauelements 30 erzeugten und in die erste
Hauptabstrahlrichtung 210 und in die zweite Hauptabstrahl-
richtung 310 abgestrahlten Teilbilindel erzeugen in einem von
dem dritten optoelektronischen BRauelement 30 beleuchteten
Raum- oder Flachenbereich zwei voneinander beabstandete In-

tensitatsmaxima.

Die an der Unterseite 502 des Gehauses 500 des dritten opto-
elektronischen Bauelements 30 gebildete Montagefldche 530 des
dritten optoelektronischen Bauelements 30 ist in dem in Fi-

gur 6 gezeigten Beispiel parallel zur Strahlungsemissionsfla-
che 410 des optoelektronischen Halbleiterchips 400 und paral-

lel zu einer die erste Hauptabstrahlrichtung 210 und die
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zwelite Hauptabstrahlrichtung 310 umfassenden Ebene orien-
tiert. Dadurch bildet das dritte optoelektronische Bauelement
30 ein Sidelooker-Bauelement. Wiederum ist es aber méglich,
die Montageflache 530 des Gehduses 500 des dritten optoelekt-
ronischen Bauelements 30 gegen die Strahlungsemissionsfléche
410 des optoelektronischen Halbleiterchips 400 und/oder gegen
die die Hauptabstrahlrichtungen 210, 310 einschlieBende Ebene
zu neigen, um die von dem dritten optoelektronischen Rauele-

ment 30 erzeugten Intensitatsmaxima seitlich zu verschieben.

Figur 7 zeigt eine schematische perspektivische Darstellung
eines Reflektors 2100 gemdB einer dritten Ausfihrungsform.
Figur 8 zeigt eine schematische perspektivische Darstellung
eines vierten optoelektronischen Bauelements 40, das den Re-
flektor 2100 umfasst. Das vierte optoelektronische Bauele-
ment 40 weist groBe strukturelle und funktionelle Ubereinst-
immungen mit dem ersten optoelektronischen Bauelement 10 auf.
Ubereinstimmende Komponenten sind in Figuren 7 und 8 mit den-
selben BRezugszeichen versehen wie in den Figuren 1 und 2.
Nachfolgend werden lediglich die Abweichungen des vierten
optoelektronischen Bauelements 40 und des Reflektors 2100 von
dem ersten optoelektronischen Bauelement 10 und dem Reflek-

tor 100 beschrieben.

Der Reflektor 2100 ist nicht als Hohlspiegel, sondern als To-
talreflexionslinse 600 ausgebildet. Der als Totalreflexions-
linse 600 ausgebildete Reflektor 2100 weist einen massiven
Korper mit einer Geometrie auf, die der Geometrie des durch
die reflektierende Wandung 130 des Reflektors 100 einge-
schlossenen Volumens 120 des Reflektors 100 entspricht. Dabei
weist der als Totalreflexionslinse 600 ausgebildete Reflek-
tor 2100 ein optisch transparentes Material auf, beispiels-

weise ein Glas oder einen optisch transparenten Kunststoff.

Bei dem als Totalreflexionslinse 600 ausgebildeten Reflek-
tor 2100 wird die reflektierende Wandung 130 durch eine au-

Bere Mantelfldche des massiven Kdrpers gebildet. Im Inneren
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des massiven Korpers des als Totalreflexionslinse 600 ausge-
bildeten Reflektors 2100 laufende elektromagnetische Strah-
lung kann an der reflektierenden Wandung 130 des Reflek-

tors 2100 totalreflektiert werden. Am zweiten Langsende 102
des Reflektors 2100 kann elektromagnetische Strahlung aus dem
Reflektor 2100 austreten.

Der Reflektor 2100 umfasst einen ersten Teilreflektor 2200
und einen zweiten Teilreflektor 2300. Der erste Teilreflek-
tor 2200 ist ausgebildet wie das erste Teilvolumen 220 des
ersten Teilreflektors 200 des ersten optoelektronischen Bau-
elements 10. Der zweite Teilreflektor 2300 ist ausgebildet
wie das zweite Teilvolumen 320 des zweiten Teilreflektors 300
des ersten optoelektronischen Bauelements 10. Der Reflek-
tor 2100 dient dazu, elektromagnetische Strahlung, die durch
den optoelektronischen Halbleiterchip 400 des vierten opto-
elektronischen Bauelements 40 emittiert wird, zu bindeln und
in zwei Teilbindel aufzuteilen, die in die erste Hauptab-
strahlrichtung 210 des ersten Teilreflektors 2200 und in die
zweite Hauptabstrahlrichtung 310 des zweiten Teilreflek-
tors 2300 des Reflektors 2100 des vierten optoelektronischen

Bauelements 40 abgestrahlt werden.

Der als Totalreflexionslinse 600 ausgebildete Reflektor 2100
ist bei dem vierten optoelektronischen Bauelement 40 derart
Uber der Strahlungsemissionsfldache 410 des optoelektronischen
Halbleiterchips 400 angeordnet, dass die Strahlungsemissions-
flédche 410 des optoelektronischen Halbleiterchips 400 zum
zweiten Langsende 102 des Reflektors 2100 orientiert ist.
Wiederum ist die Strahlungsemissionsflache 410 des optoelekt-
ronischen Halbleiterchips 400 méglichst nahe an den Brenn-
punkten 240, 340 des ersten Teilreflektors 2200 und des zwei-
ten Teilreflektors 2300 angeordnet. Reispielsweise kann ein
Punkt 411 der Strahlungsemissionsflache 410 des optoelektro-
nischen Halbleiterchips 400 um weniger als die Kantenlange
der Strahlungsemissionsfldche 410 von den Brennpunkten 240,
340 der Teilreflektoren 2200, 2300 des vierten optoelektroni-

schen Bauelements 40 beabstandet sein.
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Die Montageflache 530 des vierten optoelektronischen Bauele-
ments 40 ist parallel zur Strahlungsemissionsfldche 410 des
optoelektronischen Halbleiterchips 400 und senkrecht zu der
Ebene angeordnet, in der die erste Hauptabstrahlrichtung 210
des ersten Teilreflektors 2200 und die zweite Hauptabstrahl-
richtung 310 des zweiten Teilreflektors 2300 angeordnet sind.
Dadurch bildet das vierte optoelektronische Bauelement 40 ein
Toplooker-Bauelement. Von dem vierten optoelektronischen Bau-
element 40 abgestrahltes Licht weist in einem von dem vierten
optoelektronischen Bauelement 40 beleuchteten Raum- oder Fla-
chenbereich zwei voneinander beabstandete Intensitatsmaxima
auf. Es ist mdglich, die Montagefliche 530 des vierten opto-
elektronischen Bauelements 40 gegeniiber der Strahlungsemissi-
onsflache 410 des optoelektronischen Halbleiterchips 400
und/oder gegenitber der Ebene, in der die erste Hauptabstrahl-
richtung 210 und die zweite Hauptabstrahlrichtung 310 der
Teilreflektoren 2200, 2300 des Reflektors 2100 angeordnet
sind, zu verkippen, um die Positionen der durch das vierte
optoelektronische Bauelement 40 erzeugten Intensitatsmaxima

seitlich zu verschieben.

In einer nicht dargestellten weiteren Ausfiihrungsform eines
Reflektors ist dieser als Totalreflexionslinse ausgebildet,
deren massiver Korper die Form des durch den Reflektor 1100
eingeschlossenen Volumens 120 aufweist. Dieser Reflektor kann
in einem als Sidelooker-Rauelement ausgebildeten optoelektro-
nischen Bauelement Verwendung finden, bei dem die Strahlungs-
emissionsfldche 410 des optoelektronischen Halbleiter-

chips 400 zu der reflektierenden Wandung 130 des Reflektors

orientiert ist.

Die Erfindung wurde anhand der bevorzugten Ausfiihrungsbei-
spiele naher illustriert und beschrieben. Dennoch ist die Er-
findung nicht auf die offenbarten Beispiele eingeschrankt.
Vielmehr kénnen hieraus andere Variationen vom Fachmann abge-
leitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlas-

sen.
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Bezugszeichenliste
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20
30
40

100
101
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110
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200
210
220
230
240

300
310
320
330
340

400
410
411

500
501
502
503
510
520
530
540

erstes optoelektronisches Bauelement
zwelites optoelektronisches Bauelement
drittes optoelektronisches Bauelement

viertes optoelektronisches Bauelement

Reflektor

erstes Langsende

zwelites Langsende

Winkel

eingeschlossenes Volumen

reflektierende Wandung

erster Teilreflektor

erste Hauptabstrahlrichtung
erstes Teilvolumen
reflektierende Wandung

Brennpunkt

zwelter Teilreflektor

zwelte Hauptabstrahlrichtung
zweltes Teilvolumen
reflektierende Wandung

Brennpunkt

optoelektronischer Halbleiterchip
Strahlungsemissionsflache

Punkt der Strahlungsemissionsflache

Gehause
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Hohlspiegel
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Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Bauelement (10, 20, 30, 40)
mit einem optoelektronischen Halbleiterchip (400), der
eine Strahlungsemissionsflache (410) aufweist,
und mit einem Reflektor (100, 1100, 2100) =zur Biindelung
von durch den optoelektronischen Halbleiterchip (400)
emittiertem Licht,
wobei der Reflektor (100, 1100, 2100) einen ersten Teil-
reflektor (200, 1200, 2200) mit einer ersten Hauptab-
strahlrichtung (210) und einen zweiten Teilreflektor
(300, 1300, 2300) mit einer zweiten Hauptabstrahlrichtung
(220) umfasst,
wobei sich die erste Hauptabstrahlrichtung (210) und die
zwelite Hauptabstrahlrichtung (220) jeweils von einem ers-
ten Langsende (101) des Reflektors (100, 1100, 2100) =zu
einem zweiten Langsende (102) des Reflektors (100, 1100,
2100) erstrecken,
wobei die erste Hauptabstrahlrichtung (210) und die
zwelte Hauptabstrahlrichtung (220) unter einem Winkel
(110) zueinander angeordnet sind,
wobei reflektierende Wandungen (230, 330) des ersten
Teilreflektors (200, 1200, 2200) und des zweiten Teilre-
flektors (300, 1300, 2300) jeweils durch Teile von Rota-

25

30

35

tionsparaboloiden gebildet sind,

wobei ein Punkt (411) der Strahlungsemissionsflache (410)
des optoelektronischen Halbleiterchips (400) um weniger
als die Kantenlange der Strahlungsemissionsflache (410)
von einem Brennpunkt (240) des ersten Teilreflektors
(200, 1200, 2200) und von einem Brennpunkt (340) des
zwelten Teilreflektors (300, 1300, 2300) beabstandet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20, 30, 40) gemal An-
spruch 1,
wobei sich der Reflektor (100, 1100, 2100) vom ersten

Langsende (101) zum zweiten Langsende (102) aufweitet.
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Optoelektronisches Bauelement (10, 20, 30, 40) gemal An-
spruch 2,

wobei sich der erste Teilreflektor (200, 1200, 2200) und
der zweite Teilreflektor (300, 1300, 2300) jeweils vom
ersten Langsende (101) des Reflektors (100, 1100, 2100)
zum zweiten Langsende (102) des Reflektors (100, 1100,
2100) aufweiten.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20, 30, 40) gemal ei-
nem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei ein von dem ersten Teilreflektor (200, 1200, 2200)
eingeschlossenes erstes Teilvolumen (220) und ein von dem
zweiten Teilreflektor (300, 1300, 2300) eingeschlossenes
zweites Teilvolumen (320) zwischen dem ersten Langsende
(101) des Reflektors (100, 1100, 2100) und dem zweiten
Langsende (102) des Reflektors (100, 1100, 2100) durch-

gangig verbunden sind.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20, 40) gemdl einem
der vorhergehenden Anspriche,

wobei die Strahlungsemissionsflache (410) des optoelekt-
ronischen Halbleiterchips (400) zum zweiten Langsende
(102) des Reflektors (100, 2100) orientiert ist.

Optoelektronisches Bauelement (30) gemdal einem der An-
spriiche 1 bis 4,

wobei die Strahlungsemissionsflache (410) des optoelekt-
ronischen Halbleiterchips (400) zu einer reflektierenden
Wandung (130) des Reflektors (1100) orientiert ist.

Optoelektronisches Bauelement (30) gemal Anspruch 6,
wobei die erste Hauptabstrahlrichtung (210) und die
zwelite Hauptabstrahlrichtung (220) parallel zur Strah-
lungsemissionsflache (410) des optoelektronischen Halb-

leiterchips (400) orientiert sind.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20, 30) gemdl einem

der vorhergehenden Anspriche,
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wobei der Reflektor (100, 1100) als Hohlspiegel (520)
ausgebildet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20) gemal Anspruch 8,
wobei der Reflektor (100) als Kavitat (510) in einem Ge-
hause (500) des optoelektronischen Bauelements (10, 20)

ausgebildet ist.

.Optoelektronisches Bauelement (20) gemal Anspruch 9,

wobei das Gehause (500) als spritzgegossener Schaltungs-

trager ausgebildet ist.

.Optoelektronisches Bauelement (40) gemal einem der An-

spriiche 1 bis 7,
wobei der Reflektor (2100) als Totalreflexionslinse (600)
ausgebildet ist.

.Optoelektronisches Bauelement (10, 20, 30, 40) gemal ei-

nem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei eine Montagefldche (530) des optoelektronischen
Bauelements (10, 20, 30, 40) nicht parallel zur Strah-
lungsemissionsflache (410) des optoelektronischen Halb-

leiterchips (400) orientiert ist.

.Optoelektronisches Bauelement (10, 20, 30, 40) gemal ei-

nem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei das optoelektronische BRauelement (10, 20, 30, 40)
nur genau einen optoelektronischen Halbleiterchip (400)

aufweist.
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